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Les nanostructures unidimensionnelles (1D) en carbure de
silicium (SiC) sont des objets séduisants pour la communaute
scientifique du fait de I'association des propriétés du matériau et
des basses dimensionnalités. Le carbure de silicium a en effet des
propriétés physico-chimiques et électroniques tres interessantes,
notamment du fait de sa biocompatibilité. Les nanostructures 1D
comme les nanofils et les nanotubes sont remarquables grace a
leur rapport surface sur volume élevé et leurs propriétés parfois
exceptionnelles par rapport a celles du matériau massif.

Consacré aux nanostructures 1D en SiC, cet ouvrage explicite les
propriétés et les différentes méthodes d’élaboration de ces
nanostructures. |l détaille la carburation de nanofils de silicium,
un procédé de croissance original permettant d'obtenir des
nanofils cceur-coquille Si-SiC et des nanotubes SiC de trés bonne
qualité cristalline, grace a la maitrise de I'exo-diffusion du Si. Les
possibles applications de ces nanostructures sont également
etudiees.
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